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【はじめに】近年、新エネルギーキャリアとして注目

されている水素[1]は，その利用にあたり十分な安全対

策が必要であり，高感度センサが求められる．特に，

光学式水素ガスセンサはその高い信頼性から注目さ

れている[2]．   
我々は，光学式水素ガスセンサの超小型・軽量化，

低コスト化を目指し，Pt-WO3 水素感応膜と Si マイク

ロリング共振器（MRR）を組み合わせた水素ガスセン

サの提案と動作実証を行ってきた[3]．本センサでは，

Pt-WO3膜が水素ガスを吸着する際の発熱を MRRの共

振波長シフトとしてセンシングする．しかし，以前の

デバイスでは，ゾル・ゲル法で製膜した MRR 上の

Pt-WO3 膜の膜厚が薄く，水素ガス曝露時の発熱が十分

でなかった．  
そこで，今回，製膜法を改善し，感度向上を図った

ので報告する．  
【製膜プロセスの改善】 Fig.1 に作製したセンサの模

式図を示す．SOI 基板上に Si 細線導波路 MRR を形成

した．バスライン導波路は方向性結合器（DC）により

MRR と結合している．MRR の周回長は 69.3 m，DC
における光結合率 K は 0.2 である．MRR 部以外は SiO2

上部クラッドが製膜され，MRR 部のみ窓が空いてお

り，上部クラッドが除去されている．この素子に，さ

らに MRR 導波路の上部クラッド層として厚さ 0.7 m
の SiO2をスパッタ製膜した． 
次に，Pt-WO3膜をゾル・ゲル法により製膜したとこ

ろ，窓構造により上部クラッドが薄く，窪んだ MRR
部へ製膜が不十分であった．そこで，前駆体溶液に界

面活性剤を添加して製膜を行った結果，MRR 部上の

膜厚を増加させることができた．  
【センシング特性】上記の改善したプロセスで作製し

たセンサ素子に H2ガス（H2濃度 100%）を曝露した場

合の光透過スペクトルを Fig. 2(a)に示す．Fig.2(b)に，

改善前後の共振波長シフト量の時間変化を示す．水素

ガス曝露後 1 分で大きな波長シフトが観測された．波

長シフト量は最大で約 580 pm であり，プロセス改善

前と比較して約 4 倍のシフト量の増大がみられた．今

回は製膜法の改善を行ったが，上部 SiO2 クラッド層厚

等を最適化すれば，さらなる大きな波長シフトが期待

でき，高感度水素センサの実現が可能である．  
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Fig.1. Schematic of Pt-WO3/Si microring resonator H2 gas 
sensor. (a) Top view.  (b) Cross sectional view. 

 

 
Fig.2. Measured shift in resonant wavelength of MRR after 
H2 (100%) gas is exposed to the sensor. (a)Transmission 
spectra. (b) Dependence of shift in MRR resonant 
wavcelengths on elapsed time. 
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